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Oksidikeraaminen kohde-elektrodi sputterointia varten -
Oxidkeramisk fangelektrod f&r katodfdrstoftning

(57) Tiivistelma

Keksintd kohdistuu oksidikeraamisiin koh-
tioihin magneettikentdn avulla vahvistet-
tua katodista sputterointia varten, jotka
perustuvat kuumina puristettuihin indium-
oksidi/tinaoksidi-seoksiin ja joiden ti-
heys on vdhintdin 75 % teoreettisesta
tiheydestd ja joiden happipitoisuus stbkio-
metriseen koostumukseen verrattuna on vdhen-
netty niin paljon, etti niiden sd&hkdnjoh-
tokyky vastaa ominaissdhkdvastusta 0,6-0,1
L1 .cm ja voidaan niitd valmistaa siten,

etti metallioksidiseosta puristetaan pelkis-
tivissi atmosfddrissd 50-600 kp/cm2 painees-
sa ja 850-1000°C 1impstilassa.

Apukatodeja voidaan kdyttdd tasajénnite-

sputterointimenetelmdsséd.

(57) Sammandrag

Uppfinningen hdnfér sig till oxidkeramiska
targets.fér magnetféltfdrstédrkt
katodférstoftning pa basis av varmpressade
indiumoxid/tennoxid-blandningar med en tidthet
av &tminstone 75% av den teoretiska

titheten, varvid de med avseende pd syrehalten
i fbrhillande till den st8kiometriska samman-
sittningen utarmats sd, att de har en elektrisk
ledningsfdrmiga som motsvarar ett specifikt elektriskt
motstand av 0,6-0,1L) .cm, och de kan
framstdllas s&, att metalloxidblandningen
pressas i en reducerande atmosfdr vid

ett tryck av 50-600 kg/cm2 och en temperatur

av 850-1000°C.

Dessa targets kan anvindas i ett likspdnnings-

f8rstoftningsférfarande.
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Oksidikeraaminen kohde-elektrodi sputterointia varten

Keksint8 koskee oksidikeraamisia kohde-elektrodeja,
jotka ovat kdytt8kelpoisia magneettikentsn vahvistamassa
katodisessa sputteroinnissa ja jotka perustuvat kuumapuris-
tettuihin indiumoksidi/tinaoksidi-seoksiin.

Tdllaiset kohde-elektrodit ovat sindnsd tunnettuja ja
tunnetaan myds ndiden kohde-elektrodien kdyttd ldpindky-
vien, sd&hkd& johtavien kerrosten muodostamiseen.

Koska kohde-elektrodit, joita painetta ja korkeaa l&dm-
p6tilaa kdyttden puristetaan kohdealustoiksi, ovat sdhk8i
johtamattomia, on tavallista n&ditd kohde-elektrodeja sput-
teroitaessa kdyttdd suurta taajuutta, jolloin my&s ei-joh-
teet voidaan sputteroida vaikeuksitta. Suurimittakaavaises-
sa toteutuksessa on suurtaajuussputterointi kuitenkin vdhem-
mdn sovelias. Sindnsd edullista tasajdnnitesputterointia
varten soveltuvat ensi sijassa metalliset kohde-elektrodit
mutta eivdt oksidikeraamiset kohde-elektrodit.

Metallisia apukatodeja k&ytettédessd tdytyy kuitenkin
ldpindkyvid oksidikerroksia valmistettaessa suorittaa hape-
tus kohde-elektrodimateriaalia levitett&essd pddllystettd-
vdlle pinnalle tai sen jdlkeen. Témd menettelytapa ei yleen-
sd anna tyydyttdvid kerroksia eikd sitd voida kdyttdd pdil-
lystettédville materiaaleille.

Tdten esiintyy tarvetta oksidikeraamisten kohde-
elektrodien saamiseksi, jotka soveltuvat my®s tasajdnnite-
sputterointiin ja joita samalla voidaan kdyttdd suurella
tehotiheydelld niinsanotussa magneettikent&lld vahvistetus-
sa katodisputteroinnissa.

Nyt on havaittu, ettd kohde-elektrodeja, joiden ti-
heys toisaalta on erittdin suuri ja joiden happipitoisuus
toisaalta on siten vdhennetty, ettd niiden s&hk&johtokyky
on verrattain suuri, voidaan kdyttdd erittdin hyvdll4 menes-
tykselld suurtehosputterointilaitteessa tasajidnnitesputte-

rointia kdyttden. Ylldttdvdsti voidaan n#dillid kohde-elektro-
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deilla, joiden happipitoisuutta voidaan pienent&4 niin pal-
jon, ettd ne sisdltdvidt jopa metallisia osuuksia, siitd
huolimatta valmistaa erittdin homogeenisia metallioksidi-
kerroksia, joissa ei ole minkdlnlaisia metallisulkeumia,
jotka voisivat heikent#dd kerroksen l&pindkyvyyttd.

Keksint8 koskee oksidikeraamista kohde-elektrodia
magneettikentdn avulla vahvistettua katodisputterointia
varten, joka kohde-elektrodi perustuu kuumapuristettuihin
indiumoksidi/tinaoksidi-seoksiin, joiden on v&hint&&n 75 %
teoreettisesta tiheydestd. Kohde-elektrodille on tunnus-
omaista, ettd sen happipitoisuus st8kiometriseen koostumuk-
seen verrattuna on siten alennettu, ettd sen s&hk&johtokyky
vastaa 0,6-0,1 JLl.cm:n ominaisvastusta.

Keksinn8n mukaisen kohde-elektrodin oleellinen etu on
sen hyvd soveltuvuus suurtehosputterointiin tasajédnnitteen
avulla. Ratkaisevaa tdll8in on se, ettd suuren tiheyden 1li-
sdksi kohde-elektrodien s&hk8njohtokyky on verrattain suuri.

Menetelmd oksidikeraamisten kohde-elektrodien kuuma-
puristamiseksi on sindnsd tunnettu. T&1l18in kohdistetaan
metallioksidijauheeseen kuumennettavissa puristimissa
sintrauslédmp8tilassa, joka yleensd on noin 2/3 absoluutti-
sesta sulamisldmp8tilasta, suuri, jopa useiden satojen ilma-
kehien paine. Kdytetyn l&mp8tilan, paineen ja kunkin metal-
lioksidin materiaaliominaisuuksien mukaan saadaan tédll8in
tiheydeltddn erilaisia keramiikkakappaleita.

Kaupallisesti on saatavissa indium- ja tinaoksidiin
perustuvia kohde-elektrodeja, joiden tiheys on noin 50-70 %
teoreettisesta tiheydestd. Kohde-elektrodeja, joiden tiheys
on vdhintddn 75 % kiintedn aineen tiheydestd, on tosin esi-
tetty DE-hakemusjulkaisussa 31 12 104, mutta siind ei ole
esitetty mitd4n menetelmdd kohde-elektrodien aikaansaami-
seksi. Nyt on havaittu, ettd tdllaisia kohde-elektrodeja
voidaan valmistaa kuumapuristamalla indiumoksidi/tinaoksidi-
seoksia médr&tyissd ldmp8tiloissa pelkistdvédssd atmosfdd-

rissda.
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Keksint8 koskee myds menetelm&i edelli kuvatun kohde-
elektrodin valmistamiseksi. Menetelméille on tunnusomaista,
ettd metallioksidiseosta puristetaan pelkistivissi ilmake-
hdssd 50-600 kg/cmZ:n paineessa ja 850-1000°C:n l8mp8dtilas-
sa niin paljon kokoon, ettd saadaan kohde-elektrodi, jonka
sdhkdnjohtokyky vastaa 0,6-0,1 fl.cm:n ominaisvastusta.

850-1000°C oleva puristusl&mpdtila on huomattavasti
indiumoksidille, jonka sulamislimp8tila on 1910°C ja tina-
oksidille, jonka sulamislimp&tila on 1620°C, edells maini-
tun nyrkkis&&nnn mukaan odotettavaa sintrauslémp8tilaa
alempi. Itse asiassa pursitetuille materiaaleille suorite-
tut mikroskooppiset tutkimukset osoittavat, ettd mit#didn
tavanomaista sintraustapahtumaa ei tapahdu. Normaalissa
sintrauksessa voidaan nimitt&in havaita s44nn8llisesti
erittdin pienten aineosien liukenemisen ja suurehkojen
osien vastaavan kasvun vuoksi osasrakenteen muuttuminen kar-
keammaksi. T&t& ei indiumoksidi/tinaoksidi-kohde-elektro-
dien tapauksessa voida havaita. Useimmiten sdilyy osasko-
ko suurimmaksi osaksi vakiona.

Oleellista on, ettd keksinn®8n mukainen menetelmi suo-
ritetaan pelkistdvéssd atmosfididrissd. THiti varten puriste-
taan lédhtOmateriaali edullisesti grafiittimuotissa. Voimak-
kaammin pelkistdvén atmosfdirin muodostamiseksi voidaan me-
tallioksidijauheeseen lisdtd my®s hiiltd tai hiilt3 luovut-
tavaa ainetta. Edullisia ovat esim. orgaanista materiaalia,
esim. selluloosaan perustuvaa materiaalia kuten paperia
olevat peitekerrokset metallioksidijauheen ja puristusmdn-
ndn vdlissd. Voidaan olettaa, etti korkeassa lampbtilassa
tapahtuvassa hiiltymisessi muodostuvat kaasut vaikuttavat
osittain indiumoksidin pelkistymiseen. Voidaan olettaa, et-
td tdll8in muodostuva metallinen indium, joka on l&snd su-
lassa muodossa, toimii liukumista parantavana aineena oksi-
dijauhetta varten ja siten sallii jauheen merkittivin tii-
vistymisen.

Sitoutumatta kuitenkaan t&h&n teoriaan, voidaan tode-
ta, ettd keksinndn mukaan valmistetuissa kohde-elektrodeis-
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sa esiintyy huomattava happivajaus, mik8 ilmenee jo alioksi-
deista metalliseen tilaan olevan osuuden vaikutuksesta har-
maaksi vdrittymisessd.

Kdytetyn ldmpStilan ja puristusajan mukaan voidaan
tdten saada kohde-elektrodeja, joiden tiheys on 90-95 pro-
senttiin saakka teoreettisesta tiheydestd.

Kidytettdessd liian korkeita ld&mpdtiloja tai liian pit-
kid puristusaikoja voi tapahtua metallioksidien t&dydellinen
pelkistyminen, mistd aiheutuu nestemdisen metallinen valu-
minen pois puristusmuotista. N&md epdsuotavat olosuhteet
voidaan kuitenkin v&1lttd8 muutamien esikokeiden avulla. On
osoittautunut, ettd erityisesti 880-920°C l&mpdtiloissa saa-
daan erittdin hyvid tuloksia. Td1l18in on kokonaispuristus-
aika mukaanluettuna esikuumennusvaihe noin 1-2 tuntia, jol-
loin korkeintaan puristetaan noin puoli tuntia, edullisesti
10 minuuttia korkeimmassa ldmp8tilassa.

Puristusaste, joka tarkoittaa puristuksessa saadun
tiheyden suhdetta kiintedn aineen teoreettiseen tiheyteen,
voidaan mddrdtd etukdteen mddrittdmdlld puristusminnédn pu-
ristusmatka, jolloin luonnollisesti puristusmatkaa mddrdt-
tdessd on otettava huomioon my®s puristusmuotin ja puristus-
mdnndn ldmp8laajeneminen. Puristusasteen riippuvuus puris-
tusmatkasta voidaan mddr&td jokaista puristusmuottia ja jo-
kaista puristuslédmpStilaa varten helposti kokeellisesti.

Puristuspaine ei sindnsd ole erityisen kriittinen ja
se voi korkeintaan grafiittimuotin kestd&min paineen vuoksi
olla noin 600 kg/cmz. On kuitenkin osoittautunut, ettd ndin
suuret paineet eivdt ole vdlttdmdtt8mid hyvien tulosten
saamiseksi. Itse asiassa saadaan jo epdtavallisen pienilld
paineilla, kuten noin 50 kp/cmz, erittdin hyvid tuloksia.
Edullisesti tyYskennell&dn t&ten alueella noin 50-100 kp/cmz,
erityisesti noin 70 kp/cm2
paine mahdollistaa pitkdn kdyttdidn t&118in vdhdn rasitetul-

:n paineessa. Tdmd pieni puristus-

le puristimelle.
Keksinn®n mukaisen menetelmidn avulla valmistetaan in-

diumoksidi/tinaoksidi-kohde-elektrodeja, jotka pddaineosa-
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naan sisdltdvdt indiumoksidia. Tinaoksidipitoisuus voi vaih-
della vdlilld noin 1-20 paino-%. Edullisesti sisdltyy sitd
noin 9-11 paino-%.

Muutamien tavanomaisten esikokeiden avulla voidaan
mddrittdd mddrdttyd tulosta varten halutun kohde-elektro-
din ja koostumuksen suhteen optimaaliset olosuhteet. T&l-
18in voidaan sd&nnbllisesti l&hted siitd, ettd pidentdmdlla
puristusaikaa ja kohottamalla puristusl&mp&tilaa saadaan
sekd tihedmpid kohde-elektrodeja ettd myds kohde-elektrode-
ja, joiden happivajaus on suurempi. Mitd suurempi happiva-
jaus on, sitd suurempi on my8s kohde-elektrodien sdhkdnjoh-
tokyky. Sd&nn8llisesti valitaan olosuhteet siten, ettd saa-
daan kohde-elektrodeja, joiden sd&hk8njohtokyky vastaa noin
0,6-0,1 Ll .cm:n ominaisvastusta.

Kohde-elektrodin s&hk8njohtokykyd voidaan haluttaessa
sddtdd myOs sekoittamalla metallijauhetta metallioksidijau-
heeseen ennen puristusta. T&d11l8in voidaan lis&td sekoitta-
malla 2 paino-%:iin asti indiumia ja/tai tinaa.

Keksinn®6n mukaisen kohde-elektrodin edelld jo maini-
tun hyvdn soveltuvuuden lisdksi suurteho-tasajdnnitesputte-
rointiin on se suuren tiheyden vuoksi my&s mekaanisesti eri-
tyisen stabiili. Td&md yhdessd myds erittdin suuren l&mm&én-
johtokyvyn kanssa, mikd takaa sputteroinnissa esiintyvén
ldmm8n nopean poisjohtumisen, on keksinn®n mukaisen kohde-
elektrodin seuraava oleellinen etu.

Nditd kohde-elektrodeja voidaan kdyttdd edullisesti
tasopintaisten alustojen pd&dllystémiseen, kuten esim. val-
mistettaessa s&hk8d johtavia ldpindkyvid kerroksia paperil-
le, ldpindkyvid ldmmdnsuojakerroksia lasille tai valmistet-
taessa s&hk88 johtavia kerroksia nestekidendytt8jd varten.
Kaikissa ndissd sindnsd tunnetuissa menetelmissd voidaan
kdyttdd keksinndn mukaisia kohde-elektrodeja tasajdnnite-
sputteroinnissa. Kaikissa ndissd menetelmissd saadaan erit-
tdin hyvi& l&pin&kyvid kerroksia. Oleellista t&ll8in on
pelkdstddn se, ettd sputterointiatmosféddri sisdltdd mddré-

tyn osuuden happea. Kulloinkin tarvittava happipitoisuus
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voidaan méddrdtd helposti joidenkin suuntaa antavien esiko-
keiden avulla. Yleens& on se noin 1-20 tilavuus-% ja loppu-
osa on esim. vetyd ja argonia.

Keksinn8n avulla saavutetaan tdten oleellinen edis-
tysaskel suurtaajuussputteroinnin alalla.

Esimerkki 1

Sylinterimdiseen grafiittimuotiin, jonka sis&ldpimit-
ta on 210 mm, pannaan 1700 g seosta, joka sisdltd4 1516 g
indiumoksidia ja 184 g tina(IV)-oksidijauhetta, miki vas-
taa 9:1 olevaa indiumin moolisuhdetta tinaan ja suojataan
sekd alapuolista ettd my8s yldpuolista grafiittipuristus-
midntd& vastaan kerroksella suodatinpaperia. Paineen siiti-
misen jdlkeen arvoon 70 kp/cm? muodostetaan laitteeseen
tyhjid ja kuumennetaan se vakiopaineessa 35 minuutin aikana
880°C limp®tilaan. Noin 700°C limp&tilassa alkava tiivis-
tyminen todetaan puristusmdnndn liikkeen perusteella. Kun
massa on puristettu kokoon 9,2 mm paksuuteen, poistetaan
kuumennus, jdlkipuristetaan vield 10 minuuttia ja tyhjid
poistetaan sitten. Saadaan harmaalta ndyttdvd keramiikka-

levy, jonka paksuus on 9,2 mm, tiheys 5,3 g/cm3

, mikd vas-
taa 75 % teoreettisesta tiheydestd ja ominaissdhk8vastus
0,42 N.cm.

Esimerkki 2

Sylinterimdiseen grafiittimuottiin, jonka sisdl&dpi-
mitta on 210 mm, pannaan 1700 g seosta, joka sisdltdi
1516 g indiumoksidijauhetta ja 184 g tina(IV)-oksidijauhet-
ta, jolloin jauheen ja grafiittimd@nn&n vdliin sijoitetaan
kulloinkin 2 kerrosta suodatinpaperia. Paineen s&ddtimisen

jdlkeen arvoon 70 kp/cm2

muodostetaan laitteeseen tyhjid&

ja kuumennetaan vakiopaineessa 40 minuutin aikana 900°C 1l&m-
pbtilaan. Kun massa on puristunut kokoon 8,3 mm paksuuteen,
poistetaan kuumennus, puristetaan vield 10 minuuttia ja sit-
ten poistetaan tyhjid. Saadaan ulkond8ltddn harmaan keramiik-
kalevy, jonka paksuus on 8,3 mm, tiheys 5,9 g/cm3, mikéd
vastaa 82,7 % teoreettisesta tiheydestd, ja ominaiss&hk&-

vastus 0,38 fl.cm.
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Esimerkki 3

Sylinterimdiseen grafiittimuottiin, jonka sisdlédpi-
mitta on 210 mm, pannaan 1700 g seosta, joka sis#dltii
1516 g indiumoksidijauhetta ja 184 g tina(IV)-oksidijauhet-
ta, jolloin jauheen ja grafiittiminndn viliin sijoitetaan
kulloinkin 3 kerrosta suodatinpaperia. Paineen s&dtimisen
jdlkeen arvoon 70 kp/cm2 muodostetaan laitteeseen tyhjid
ja kuumennetaan vakiopaineessa 45 minuutin aikana 920°C
ldmp8tilaan. Kun massa on puristettu 7,8 mm paksuuteen,
poistetaan kuumennus, puristetaan vield 10 minuuttia ja
tyhjid poistetaan sitten. Saadaan ulkon#8lt##n harmaan
keramiikkalevy, jonka paksuus on 7,8 mm ja tiheys 6,3 g/cm3
mikd vastaa 88,5 % teoreettisesta tiheydestd ja ominaissdh-
k&vastus 0,17 fL.cm.

Esimerkki 4

Sylinterimdiseen grafiittimuottiin, jonka sisdlédpi-
mitta on 210 mm, pannaan 1700 g seosta, joka sisiltdi
1608 g indiumoksidia, 92 g tina(IV)-oksidia, mikd vastaa
indiumin moolisuhdetta tinaan noin 95:5, ja 34 g grafiitti-
jauhetta. Paineen s#d&t&misen jidlkeen arvoon 70 kp/cmz, muo-
dostetaan laitteeseen tyhji® ja kuumennetaan vakiopaineessa
35 minuutin aikana 880°C 1&mp&tilaan. Kun massa on puristu-
nut 8,4 mm paksuuteen, poistetaan kuumennus, puristetaan
vield 10 minuuttiin ja tyhji® poistetaan sitten. Saadaan
ulkond8ltddn harmaan keramiikkalevy, jonka paksuus on
8,5 mm, tiheys 5,8 g/cm3, mikd vastaa 80 % teoreettisesta
tiheydestd, ja ominaissihk&vastus 0,38 {).cm.

Esimerkki 5

Sylinterimdiseen grafiittimuottiin, jonka sisdldpi-
mitta on 210 mm, pannaan 1700 g seosta, joka sis&dltdd
1337 g indiumoksidia, 340 g tina(IV)-oksidia ja 17 g tina-
jauhetta, miki vastaa indiumin moolisuhdetta tinaan 80:20.
Paineen sddtdmisen jilkeen arvoon 90 kp/cm3 muodostetaan
laitteeseen tyhji8 ja kuumennetaan 40 minuutin aikana 900°C
ldmp8tilaan. Kun massa on puristettu 8,5 mm paksuuteen,
poistetaan ldmmitys, puristetaan viel& 10 minuuttia ja sit-

14
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ten poistetaan tyhji®. Saadaan ulkond8ltddn harmaan kera-
miikkalevy, jonka paksuus on 8,5 mm, tiheys 5,77 g/cm3,
mikd vastaa 80 % teoreettisesta tiheydestd, ja ominaissdh-

k¥vastus 0,35 N.cm.
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Patenttivaatimukset

1. Oksidikeraaminen kohde-elektrodi magneettikentén
avulla vahvistettua katodisputterointia varten, joka kohde-
elektrodi perustuu kuumapuristettuihin indiumoksidi/tina-
oksidiseoksiin, joiden tiheys on vdhint4&n 75 % teoreetti-
sesta tiheydestd, t unne t t u siitd, ettd sen happi-
pitoisuus st8kiometriseen koostumukseen verrattuna on siten
alennettu, ettd sen s#dhk¥njohtokyky vastaa 0,6-0,1 JL.cm:n
ominaisvastusta.

2. Menetelmd patenttivaatimuksen 1 mukaisen oksidike-
raamisen kohde-elektrodin valmistamiseksi, jonka tiheys on
vdhintddn 75 % teoreettisesta tiheydestd, t unne t t u
siitd, ettd metallioksidiseosta puristetaan pelkistivissi
ilmakehdssi 50-600 kg/cm?:n paineessa ja 850-1000°C:n 1l&m-
pStilassa niin paljon kokoon, ett# saadaan kohde-elektrodi,
jonka sdhk&njohtokyky vastaa 0,6-0,1 fl.cm:n ominaisvastus-
ta.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmi, t u n -
nettu siitd, ettd puristus suoritetaan 900-920°C:n
ldmpbtilassa ja 50-100 kg/cmzzn paineessa.

4. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen menetelmi,
tunnettu siitd, ettd puristus suoritetaan grafiit-
timuotissa.

5. Jonkin patenttivaatimuksen 2-4 mukainen menetelmi,
tunnettu siitd, ettd puristusmuotissa on l&snd hiil-
td tai puristuslémpdStilassa hiilt¥ luovuttavaa orgaanista
materiaalia.

6. Jonkin patenttivaatimuksen 2-5 mukainen menetelmd,
tunnettu siitd, ettd metallioksidijauheeseen lisi-
tddn ennen puristusta 2 paino-%:in saakka tina- ja/tai in-
diumjauhetta.

7. Patenttivaatimuksen 1 mukaisen kohde-elektrodin

kdyttd tasaj¥nnite-sputterointimenetelmissi.
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Patentkrav

1. Oxidkeramisk fangelektrod f8r magnetfdltf8rstédrkt
katodf¥rstoftning, vilken fangelektrod baserar sig pd vir-
mepressade indiumoxid/tennoxidblandningar med en tdthet av
minst 75 % av den teoretiska tdtheten, k @& nne t e c k-
n a d ddrav, att dess syrehalt reducerats i f8rhdllande
till den st8kiometriska sammansdttningen sd, att dess el-
ledningsf¥rmdga motsvarar ett specifikt motstdnd av 0,6~
0,1 fl.cm.

2, F8rfarande f8r framstdllning av en oxidkeramisk
fangelektrod, enligt patentkravet 1 och med en t&thet av
minst 75 % av den teoretiska tdtheten, k da nne t e ¢ k-
n a t ddrav, att metalloxidblandningen pressas i en redu-
cerande atmosfdr vid ett tryck av 50-600 kg/cm2 och vid en
temperatur av 850-1000°C si mycket, att en fdngelektrod med
en elledningsf8rmdga motsvarande ett specifikt motstdnd av
0,6-0,1 fl.cm erhdlls.

3. Fbrfarande enligt patentkravet 2, k d nn e -
tecknat ddrav, att pressningen utfdrs vid en tempera-
tur av 900-920°C och vid ett tryck av 50-100 kg/cm?.

4. F¥rfarande enligt patentkravet 2 eller 3, k & n -
netecknat ddrav, att pressningen utfdrs i en gra-
fitform.

5. Fdrfarande enligt nagot av patentkraven 2-4,

k d&4nnetecknat dirav, att det i pressformen &r
ndrvarande kol eller ett organiskt material, som vid press-
temperaturen avger kol.

6. F6rfarande enligt nagot av patentkraven 2-5,

k Ennetecknat dirav, att till metalloxidpulvret
f8re pressningen s#&tts upp till 2 vikt-% tenn- och/eller
indiumpulver.

7. Anvdndning av en fangelektrod enligt patentkravet
1 vid ett likspdnnings-f8rstoftningsfd8rfarande.
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